
Hf層界面挿入による Niシリサイドのショットキー障壁変調技術 
Schottky Barrier Height Control of Ni Silicide by Inserting Hf Interlayer 
○又野 克哉 1, 野口 浩平 1, 角嶋 邦之 2, パールハット・アヘメト 1, 筒井 一生 2, 杉井 信之 2, 服部 健雄 1, 岩井 洋 1 
〇K.Matano 1, K.Noguchi 1, K.Kakushima 2, P.Ahmet 1, K.Tsutsui 2, N.Sugii 2, T.Hattori 1, and H.Iwai 1 

東工大フロンティア研 1、東工大院総理工 2 
Tokyo Tech. FCRC 1, Tokyo Tech. IGSSE 2 e-mail: matano.k.aa@m.titech.ac.jp  

 
[はじめに]次世代 LSIに向けて極浅のソース・ドレイン接合が形成可能で、短チャネル効果を抑制でき
る Schottky Barrier Source/Drain MOSFET(SB-MOSFET)が期待されている。しかしながら SB-MOSFET
では、Metal/Si界面にできるショットキー障壁により駆動電流が低下する問題があり、障壁高さの低減
が求められている。今回、シリサイド化前の Ni/Si界面に Hfを挿入し、アニールによりシリサイド化さ
せることで電子に対する障壁高さが低減できることがわかったので報告する。  
[実験方法] SPM,DHF 処理した p-Si(100)基板(不純物濃度：1×1015cm-3)上に、スパッタ法により Hfを
1.8～12nm 堆積した後、Ni(12nm)を堆積した。そしてフォーミングガス(N2:H2=97:3)雰囲気中で RTA
処理(400℃～700℃、60 秒間)を行った。その後、未反応金属を SPM により除去し、裏面電極として
Alを蒸着した。製作したショットキー接合の I-V特性からショットキー障壁高さを算出した。 
[結果]Fig.1に正孔に対するショットキー障壁高さの RTA温度依存性を示す。正孔に対して高いショッ
トキー障壁を持つ Hf の効果[1]で全ての Hf 膜厚において障壁高さが上昇した。また、500℃までは Hf
膜厚依存性は見られなかったが、600℃以上では Hf 膜厚増加とともに障壁高さは増大し、最大 0.15eV
の増大が得られた。以上のように、正孔に対する障壁高さの増加、すなわち、電子に対する障壁高さの
低減が確認できた。詳細については当日報告する。 
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Fig.１Annealing temperature dependence 
of schottky barrier height for holes, for 
initial deposition strucutres of Ni/Hf/Si 
with various thickness of Hf layer. 
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